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有機分子と磁性金属の界面では、分子π軌道と磁性金属 d 軌道の強い混成に伴い、高スピン偏極

した界面電子状態が発現する [1,2]。また、無機材料に比べスピン軌道相互作用が弱いため長いス

ピン拡散が期待できる。 

本研究では、有機分子として、フタロシアニン分子(2HPc)を用いた。極低温での単一 2HPc分子

磁気接合（Co/2HPc/Co）では約 60%の磁気抵抗(MR)が報告された [3,4]。2HPc膜 (1 nm)を非磁性

スペーサー層として磁気抵抗素子を作製し、室温での MR 比を得た。素子は真空スパッタ製膜で

MgO基板上に作製した。ただし、有機分子製膜はスパッタ槽に連結した真空槽に基板を移動し行

った。真空電気炉で昇華精製した市販 2HPc膜(Alfa Aesar社)を加熱昇華した (坩堝温度 530 K, rate 

0.3 nm/min. 蒸着時間 3.3 min)。作製した試料を大気に出しリソグラフィ加工し四端子磁気抵抗測

定を室温で行った。また、レジスト剥離時の有機溶媒 NMP が 2HPc膜に染み込むことが判明した

ため、アセトンとブタノンのみを使用した。スペーサーとして 2HPc膜とAg膜の素子を比較した。 

(1) 最初に、高い MR 比が実現できるホイスラー合金 Co2Fe(Ga0.5Ge0.5)(以下 CFGG)を磁性層とし

て用いた。試料MgO/Cr(10 nm)/Ag(100 nm)/CFGG(10 nm)/Ag(3-8 nm)/CFGG(10 nm)/Ag(5 nm)/Au(8 

nm)で MR 比 32±1 %を得た。次に、非磁性層に 2HPc 膜を用いた試料 CFGG(10 nm)/2HPc(1 

nm)/CFGG(10 nm)を作製した。しかし、断面透過電子顕微鏡(TEM)観察は実施したところ、2HPc

膜への Gaと Geが混合していることが分かった。Co と Feは混合しなかった。また、直接スパッ

タ製膜すると分子膜の厚さが減少したことから、スパッタは分子膜を損傷することも分かった。 

(2) そこで、磁性膜として CFGG ではなく下部膜として CoFe膜をスパッタ製膜し、この上に 2HPc

膜を製膜、その後、上部膜として Co膜をスパッタ製膜ではなくエピタキシャル製膜した (Omicron 

電子衝撃型蒸着器, Co 99.99 %棒使用, Flux 30 nA, 0.025 nm/min, 蒸着時間 200 min)。 

作製した CoFe/2HPc/Coと CoFe/Ag/CoはMR を示した。CoFe(10 nm)/Ag(5 nm)/Co(9 nm)のMR

比=+0.67±0.03%、CoFe(10 nm)/2HPc(1 nm)/Co(9 nm)のMR比= +0.029±0.001%を得た。詳細を報

告する。 
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